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成果摘要： 

该项目建立GaInAsNSb量子阱能带结构和N、Sb元素对量子阱发光作用机制等理论模型。针对分子束外延系统难以精

确重复控制N气源的问题，设计发明N气瞬态控制装置，成功突破GaInAs/GaAs量子阱、GaInAs/InAs/GaAs量子阱/量子

点复合、GaInNAs/GaAs量子阱等核心层材料生长技术，室温发光效率达到国际一流水平。研制成功1.31微米

GaInNAs/GaAs量子阱面发射激光器，实现室温工作。全面掌握器件设计、核心参数原位控制调整、器件制备关键工艺

等一系列核心技术，为1.3微米GaAs基面阵集成器件的进一步研制积累了重要的经验。创新设计

GaInAsNSb/GaNAs/GaAs量子阱结构，拓展其发光波长至1.59微米波段，并在国际上首次报道了GaAs基1.59微米量子

阱室温连续激射激光器。为GaAs基材料在1.2-1.6微米光通信波段器件的全面应用扫除了最后障碍，为国际上提供出最

新的可行性实验证据。 
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